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1. 研究背景 
 La5Mo4O16はMo4+からなるMoO6八面体とMo5+か

らなる MoO6 八面体が ab 面内で市松模様に配置し, 
正方格子を組んでいる。面間は非磁性クラスターの

Mo2O10 で繋がっているため二次元磁性体となる。結

晶系は, a 軸と c 軸のなす角度が 95°となる単斜晶で

ある。本物質は 190K 以下で面内フェリ磁性, 面間反

強磁性であり, c 軸方向に 0.5T 以上の磁場を印加する

と面間強磁性へと変化する[1]。また 60K 以下でゼロ

磁場のとき, 磁気ドメインが存在することが MFM
の結果から示唆されており, 60K 以下のときはゼロ磁

場でも面間強磁性であると考えられている[2]。また, 
60K より高温では面間反強磁性から面間強磁性への

メタ磁性転移に対応する負の磁気抵抗, 60K 以下では

ドメイン壁の消失に由来すると考えられている正の

磁気抵抗を示す[3]。本研究では, 電気抵抗率の異方性, 
特に 60K 以下における磁気抵抗の異方性を調べた。 
2. 実験方法 
 La2MoO6 と MoO3 を 5:3 の比で混合し, それを石

英管中に還元剤 Mo と一緒に真空封入し, 1250℃で焼

結することによって多結晶 La5Mo4O16 を得た。これ

を用いて, Floating Zone 法により単結晶 La5Mo4O16

を得た。得られた単結晶について背面ラウエ法を用い

て結晶軸を特定したのち, それぞれの軸方向につい

て抵抗を測定した。 
3. 結果と考察 
 4 端子法で測定した電気抵抗率の温度依存性を図 1
に示す。先行研究[4]と同じく a 軸の方が b 軸より抵抗

率は大きいという結果が得られたが, 異方性は3〜10
倍程度であり, 報告されていた値よりも小さくなっ

た。また, 2 端子法で測定した各軸の磁気抵抗を図 2
に示す。全ての軸について, 60K より高温で負の磁気

抵抗が, 60K 以下で正の磁気抵抗が観測された。図 3
は図 2 から得られた正の磁気抵抗の大きさを各軸に

ついてプロットしたものである。正の磁気抵抗が 50K
で最大となっていることと,その大きさに異方性があ

ることがわかった。負の磁気抵抗については c 軸方向

が最も大きく, a, b 軸が同程度と報告されていたのに

対し, 正の磁気抵抗はその大きさが a 軸, b 軸, c 軸の

順であった。正の磁気抵抗の原因はドメイン壁伝導で

あると考えられており, これについても面内異方性

があることが示唆される。 

 
図 1：4 端子法で測定した La5Mo4O16の 

抵抗率の温度依存性 
 

 
図 2：La5Mo4O16の各軸の磁気抵抗 

 

 
図 3：La5Mo4O16の磁気抵抗の大きさの温度依存性 
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